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Résumé :

Les LEDs IlI-nitrures dominent les applications d’éclairage moderne grace a leur faible
consommation énergétique. Leur zone actives sont composées de puits quantiques d’InGaN dont
la teneur en indium permet de moduler la longueur d’onde d’émission des puits. Si les LEDs
bleues atteignent aujourd’hui une efficacité de conversion de 95%, celles émettant dans le vert, le
jaune ou le rouge voient ce rendement chuter avec I’augmentation du taux d’indium. Selon de
récentes études, la présence d’une forte densité de défauts structuraux, les V-pits, amélioreraient
significativement 1’efficacité des LEDs. Des calculs théoriques suggéreraient une influence locale
des V-pits sur I’injection des porteurs, sans confirmation expérimentale a 1’échelle de ces défauts.
Ce manuscrit présente donc 1’apport de la microscopie de luminescence a effet tunnel (STLM)
pour caractériser le role des V-pits dans des LEDs IlI-nitrures opérationnelles. Apres avoir validé
la faisabilité de la technique de STLM sur ces dispositifs réels, un nouvel échantillon aminci a
permis une injection locale de trous et une résolution spatiale correspondante accrue. Les
mesures démontrent que les trous injectés pres des V-pits sont transférés vers les puits quantiques
environnants, entrainant un décalage vers le bleu de 1’énergie d’émission et une efficacité
quantique externe multipliée par 2 a 3 a ces endroits. De plus, la tension directe diminue
d’environ un volt lors d’une injection sur les facettes semi-polaires des défauts, confirmant une
meilleure efficacité d’injection et une WPE accrue. Ces résultats, encore peu documentés,
soulignent le role bénéfique des V-pits, notamment pour les LEDs a haute longueur d’onde.



